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第 4 章では，第 3 章の解析に必要な接合の性質を解析することを本来の目的として， a -Si : H系接
合のデバイス・モデリングを行い，アモルファス半導体に適合する一次元デバイス・シミュレータを開
発した。この結果，このシミュレータを用いて，接合過渡分光法における解析を厳密に行えるだけでな












































GaAs などの高抵抗結品半導体にも適応できることから， GaAs , VLSI 技術の新しい材料評価法として
重要な位置を占めるものと考えられる。また本研究で開発されたデバイスシュミレータはこれらの応
用デバイスの特性評価ならびに最適化設計の分野に寄与するところ大であり，本研究は工学博士の学位
論文として価値のあるものと認められる。
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